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Verfahren zur Kontroll© des Dickenabtrags von gebon- 
deten Halbleiterscheibenpaaren 



Zusammenfassung 



Es wird ein einfaches Verfahren zur Kontrolle des Dicken- 
abtrags von gebondeten Halbleiterscheibenpaaren, insbesondere 
von solchen der SOI-Technologie beschrieben, bei dem eine 
eststruktur, welche aus einer Reihe von'Graben unterschied- 
Icher Tiefe besteht, in der aktiven Halbleiterscheibe vor dem 
londen, vorzugsweise durch Atzen unter Verwendung einer 
Atzmaske mit unterschiedlich breiten Offnungen ausgebildet 
wird. Die Teststruktur ist von der zu bondenden Oberflache aus 
eingebracht. Beim AbtragprozeB (Lappen und/oder Polieren) von 
der Gegenseite aus erscheinen nach der Grabentiefe geordnet 
der Reihe nach die Graben, beginnend mit dem tiefsten. Auf 
diese Weise kann eine einfache optische Kontrolle tiber die 
abgetragene Schichtdicke erfolgen. 
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Aus der Patentschrift US 6 156 621 ist ein Verfahren zur Her- 
stellung von mit IsolationsgrSben vesehenen SOI-Scheiben be- 
kannt, bei dem zunachst eine hompgene Silziumscheibe mit Iso- 
lationsgraben (Trenches) versehen wird, die anschlieJiend mit 
der Oberfiache auf eine oxidierte zweite Scheibe gebondet 
wird. Es folgt dann das Zurttckschleifen und Polieren der 
ersten Scheibe bis zum Freilegen der Isoliergraben. Das Ergeb- 
nis ist eine itiit Isoliergraben versehene SOI-Scheibe. Bei die- 
sem Verfahren sind die Kontrollen der Schleif- und Polier- 
dicken wegen des Einflusses des Befestigungsf ilmes, wegen der 
Gefahren der Kristallstorung und der StGrung und Verschmutzung 
der polierten Oberfiache beim Kontrollmessen problematisch. 

ist Aufgabe der Erfindung, ein einf aches Kontrollverfahren 
vorzuschlagen, welches die beschriebenen Fehlereinf lusse beim 
Scheibenabtrag durch L&ppen und/oder Polieren vermindert. 

Zweck der Erfindung ist es, die Kosten des beschriebenen 
Abtragprozesses durch Minimierung des Kont roll auf wandes und 
Ausschulisenkung zu reduzieren. 

Die Aufgabe wird erf indungsgemafi dadurch gelSst, dail mittels 
einer einfachen Teststruktur, z,B. wie sie bereits vorgeschla- 

Itti wurde, ein System von Graben bestimmter unterschiedlicher 
?efe durch Atzen mit Atzmaskenoffnungen unterschiedlicher 
Breite in die Scheibe eingebracht wird, welche die spatere ak- 
tive elektronische Schaltung aufnimmt, wobei die beim Schei- 
benabtrag (z.B. durch Lappen und Polieren) angezielte Dicke 
der aktiven Scheibe der Tiefe eines Bezugsgrabens der Test- 
struktur entspricht, welcher von flacheren und tieferen Graben 
umgeben ist, danach die Scheibe mit der Seite, auf der sich 
die Teststruktur befindet, auf eine Tragerscheibe gebondet 
wird, worauf der Abtrag der aktiven Scheibe vorgenommen wird. 
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Mittels einer solchermaJien erzeugten Teststruktur kann eine 
Dickenbestimmung im Abtrageprozefi durch eine einfache optische 
bzw. visuelle Kontrolle erfolgen. Zuerst erscheinen beim Ab- 
tragen der Scheibe der Reihe nach die tieferen breiten Gra- 
ben. Der Prozefi wird beendet, wenn der Bezugsgraben freigelegt 
ist. 

Wenn es beispielsweise um einen Abtrag bis zum Freilegen der 
vorher in die aktive Scheibe eingebrachten IsolieirgrSben geht, 
wie das im o.g. Patent der Fall ist, dann kann die Teststruk- 
tur fttr diesen Zweck so aufgebaut sein, daJS die vorgesehene 
Isoliergrabentiefe der SOI-Schaltung sich im Mittelfeld der 
Reihe der unterschiedlich tiefen Graben befindet, d.h. von 

W^T ben kleinerer und grOfi'erer Isoliergrabehtief e . umgeben ist. 

^^ei der Isoliergrabenherstellung der aktiven Scheibe wird der 
entsprechende Bezugsgraben der Teststruktur auf die gleiche 
Tiefe ausgebildet, wenn er die gleiche Breite aufweist. Die 
breiteren Graben atzen sich dabei automatisch tiefer aus und 
die schmaleren nicht so tief . 

Beispielhaft ist eine erfindungsgemSJl ausgebildete Anordnung 
der Teststruktur in Fig.l schematise dargestellt. 
Fig.l zeigt den Querschnitt durch eine Reihe von der Vorder- 
seite der aktiven Scheibe einer SOI-Scheibenanordnung her 

•pch Abtrag geSffneter Graben der Teststruktur. Die weniger 
efen Graben sind noch verschlossen. Die TrSgerscheibe ist 
nicht dargestellt. 
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Bezugszeichenliste 
Pig.l 

1 isolierende Schicht, z.B. Si0 2 

2 aktive Si-Schicht . 

3 abgetragene Oberflache 
4-9 GrSben der Teststruktur 



5 



Anspriiche 
1. 

Verfahren zur Kontrolle des Dickenabtrags von gebondeten 
Halbleiterscheibenpaaren, dadurch gekennzeichnet, dafi eine 
einfache Teststruktur, bestehend aus einer systematischen , 
Reihe definiert unterschiedlich tiefer Graben in die Scheibe 
eingebracht wird, welche die spStere aktive elektronische 
Schaltung aufnimmt, wobei die beim Polieren angezielte Dicke 
der aktiven Scheibe der Tiefe eines Bezugsgrabens der Test- 
struktur entspricht, welcher von flacheren und tieferen Graben 
eben ist, dafi danach die Scheibe mit. der Seite, auf der 
ch die Teststruktur befindet, auf eine TrSgerscheibe 
gebondet wird, worauf der Abtrag der aktiven Scheibe bis zum 
Freilegen des Bezugsgrabens vorgenoirunen wird, welches optisch 
beobachtet wird. 
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Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Reihe unterschiedlich tiefer Graben in einem Atzprozefi unter 
Verwendung einer Atzmaske mit unterschiedlich breiten 
fnungen ftir die einzelnen Graben erzeugt wird. 
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